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Magnetoresistive Random Access Memory)は、本格的な量産を間近に控えている。 
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ス）と界面磁気異方性の関係を調べている。体心立方構造の Mo, W を用いた場合に集積プロセスで行われる
400℃での熱処理後に高い界面磁気異方性エネルギー密度（1.5–2.3 mJ/m2）が得られ、また得られた一連の傾向
が積層構造の熱化学的性質により定性的に説明できることを述べている。また得られた界面磁気異方性エネルギ
ー密度から、この手法で大容量メモリの情報保持特性を室温で保証できるサイズの限界を 13 nm 程度と見積も
っている。これらは、今後界面磁気異方性を用いたMTJ を用いてSTT-MRAMの大容量化を進めていく上で有
用な知見である。 
第 4 章では、これまで有効利用されていなかった形状磁気異方性に着目して極微細 MTJ 素子の高い熱安定性
と電流誘起磁化反転を実現した結果が示されている。はじめに解析的なモデルに基づく計算を行い、膜厚を厚く
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図2 | 直径Dを有するいくつかのMTJの抵抗Rの (a) 垂直磁界Hと (b) 印加電流密度 J依存性。 
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図3 | (a) MTJの微細加工前と後の模式図。(b) 従来型の界面磁気異方性MTJと比較した、形状磁気異方性MTJのΔのD依存性。 
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